Organizuje paméti: 1024 x 4 bity
Pameétova matice: 64 > 16

Funkce obvodu je fizena stavem wvstupu
CS pro vybér obvodu a WE pro uvol-
néni zapisu

Vstupy a vystupy dat 1/O jsou spolecne,
coz dovoluje pfipojeni na obousmer-
nou sbérnici dat

Zapis informace do adresovane bunky
je_ pfi urovni signalu na vstupu

S = L, WE = L, &eni obsahu pii

CS =L WE = H

Funkce obvodu plné staticka.

MEZNI HODNOTY:

min. max.
Piot T w
tha 0 +70 °C

Y MNapéti jednotlivych wvyvodi proti substratu.

CHARAKTERISTICKE UDAIJE:

Zakladni hodnoty statické: Uce = 50V +0.25 V,

Odbér ze zdroje

U; = 525V, lijp = 0 | lce
Svodovy proud vstupu
U, =0...525V s

Svodovy proud vstupufvystupa /O
absolutni hodnota
Ucs =24V, Upo = 04V ... Uce o

Vstupni napéti — aroven L . Ui
Vstupni napéti — Groven H U
Vystupni napéti — daroven L

lor, = 2,1 mA Uou
Vystupni napéti — uroven H

logp = —1,0 mA Uos
Kapacity:
Vstupni kapacita

U, =0V Cr
Kapacita vstupi/vystupi I/O

Urjo = 0V Ciio

DYNAMICKE HODNOTY:
PROVOZ CTENI: 1)

trec = 450 ns
ta = 450 ns
tco =120 ns
tcx _ =z 20 ns
torp 0...100 ns
tonaA = 50 ns

" Zatéi jedno hradlo TTL, C; = 100 pF.

#e = 0...+70°C

min.-maox.
= 100
=10
= 10 .
—D-E s s om 'I'Gpﬁ
2,0...Ucr
= 0.4
= 2.4
<5
<5
PROVOZ ZAPIS:
tuc = 450
ti 2) = 200
tira =0
twr =0
torw 1) 0...100
tow = 200
ton =z 0

) Od posledni sestupné hrnnrﬁ nebo WE po nabéinou hranu ?E.-'{_‘.‘.E
B Uy =08V, Uy = 24V, trvani celo a tylu 10 ns, rothodovaci droven

vstupl o vystupld 1.5 V.
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MHB 2114 STATICKA MNOS PAMET 10244 BITY
MHB 2114/3
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Typ Druh Pouzdro
MHB1902 Statickd paméf CMOS RAM 1024 x 1 bit, organizace paméfové matice 64 fadki po 16 bun- 10—18
MHB1902C kach, vstup o vystup dot je oddélen, vystup tfistavovy hradlovany signalem CE. Provoz pro 10—18/C
uchovani informoce vyiaduje napdjeci napéti min. 2,5 V. Typ MHB1902C je v keramickém
pouzdru.
MHB2102 Statickd paméf NMOS RAM 1024 < 1 bit, organizace pométove matice 32 X 32, vstup I0—14A
MHB2102/2 a vystup dat je oddélen, vystup tfistavovy aktivovany signalem CE.
MHB2114 Statickd paméf NMOS RAM 1024 x 4 bity s polykrystalickym hradlem, organizace pamétové 10—18/1
matice 64 X 16, vstup a vystup dat je spoleény, vystup tiistavovy. Systém obsahuje vnitini
blok generdtoru piedpéti substratu, pracujiciho na principu nabojové pumpy (Charge Pump),
ktery je pfipraven k provozu asi 500 us po pfipojeni napajecihe napéti Ucc.
MHB2500 Statické pevné paméti ROM 2560 bitd, vyrobené technologii MNOS na kfemikové podloice I0—1501
roda typu N s tranzistory s kandlem P; mohou pracovat s organizaci 256 slov po 10 bitech nebo
512 slov po 5 bitech. Vystupy tiistavové, hradlované signalem CS. Organizace, obsah paméti
a nastaveni signald CS se vkladaji béhem vyroby prepojovaci maskou.
-MHB2501 Generator alfanumerickych znakd v latinské abecedé; kod znoka ASCIl odpovida CSN
MHB2501A 36 8802, RVHP RS 2175-69. Organizace paméti 512 > 5, matice znaku 5 x 7.
MHB2502 Generator alfanumerickych znoki v ruske abecedé; kéd znaki odpovida normé RVHP
MHB2502A RS 2175-69. Organizace paméti 512 x 5, matice znaku 5 X 8. -
MHB2503 Pievodnik sedmibitového kodu 1SO/7 na dalnopisny kéd CCIT2 nebo CCIT2 na I1SO/7. Orga-
nizace 256 » 10.

MHB4116 Dynamickd pamét NMOS RAM 16384 X 1 bit s pamefovou matici rozdélenou na dvé 10—14A
MHB4116C symetrické ¢asti po 64 fadcich a 128 sloupcich. Paméfova bunka jednotranzistorova s pa- 10—18/C
métovou kapacitou. Pamét vyzaduje obnoveni informace vidy po 2 ms Cinnosti a to 128 cykly

Eteni nebo prazdnymi cykly. Vystup tiistavovy.

MHBB8608 Staticka paméf NMOS PROM 1024 x B biti naprogramovand vyrobcem. Vstupy a wvystupy 10—15/1
jsou plné slucitelne s obvody TTL. Vystupy tfistavové, aktivuji se signdlem pro vybér
obvodu CS.

MHB8708C Programovatelnd pamét NMOS EPROM 1024 x 8 bith s moinosti mazani obsahu paméti 1I0—15/2
ultrafialovym svétlem s vlnovou délkou max. 0,4 um. Davka energie pro mozani min.
15 Wsem? pii zdroji zafeni 0,2537 um. Pfi provozu cteni je funkce obvodu pln%_sﬁ_tnticku.
Vstupy a vystupy slucitelné s obvody TTL. Vystupy tristavové, aktivuji se signalem :
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